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OVERENIE VLASTNOSTI UNIPOLARNEHO TRANZISTORA JFET — VYSTUPNA
CHARAKTERISTIKA

CIEL HODINY : Overit vlastnosti unipolarneho tranzistora JFET - vystupné
charakteristiky.

MERANY OBJEKT :  Unipolarny tranzistor JFET (2N4392)

DANA ULOHA:

1. Nakreslite schému zapojenia pre meranie vystupnych charakteristik unipolarneho
tranzistora JFET v programe MULTISIM.

2. Na unipolarnom tranzistore JFET odmerajte pat’ vystupnych charakteristik pre pat’
roznych hodnot napatia Ues (-2V, -1,5V, -1V, -0,5V, 0V).

3. Spracujte protokol podla vzoru..
SCHEMA ZAPOJENIA MERACIEHO OBVODU:
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POSTUP PRI MERANI :

1. Nakreslite schému zapojenia v programe MULTISIM podla predlohy (schéma
zapojenia meracieho obvodu).

2. Vystupné charakteristiky overte pomocou analyzy "DC Sweep Analysis".
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3. Nastavte parametre analyzy "DC Sweep Analysis" podla obrazkov.

Analysis parameters | Qutput | Analysis options | Summary |
Source 1
Source: |'\.r2 w | Change fiter
Start value 0 v
Stop value: EY v
Tncrement: 000l v
| Use source 2
Source 2
Source: Vi w | Change fiter
Start value: [2 v
Stop value: [0 v
Increment: 0.5 v
(b Simuate | aK Cancel || ke
Autor: Ing. Milan Schvarzbacher Predmet: Technické merania (TL), 3. ro¢nik

F 71/2013, Vydanie 4. Strana2z 4



Analysis parameters
Variables in drout:
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Filter unselected variables...
More options
Add device model parameter...

Delete selected variable

Remove

Add expression...
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DC Sweep Analysis

Output | Analysis eptions | Summary

Selected variables for analysis:

All variables

oriop ]

Filter selected vanables...

Show al device parameters at end of
simulation in the audit trai

Sglect vaniables to save

W

4. Stlacte tlacitko "Simulate"

5. V grafe upravte ("Graf properties"):

a.
b.
C.
d.
e.

nazov grafu,
nazvy 6s X a'y,
rozsah 0s,
mriezku,

hrdbku jednotlivych charakteristik.

6. Exportujte Udaje z grafu do programu Excel "Tools - Export to Excel" a upravte
tabul’ku pre hodnoty Ups tak, aby ste dokazali vykreslit’ charakteristiky (maximalne 15
hodnot). Upravte aj zahlavie tabulky podla vzoru.

Ugs = -2V Ues = -1,5V Ucs = -1V Uss = -0,5V Ues = OV
P.C. Ubs Ip Ubs Ip Ubs Ip Ubs Ip Ubs Ip
[V] [MA] [V] [MA] [V] [mMA] [V] [MA] [V] [MA]

7. Spracujte protokol podl'a vzoru.

a. Do protokolu vlozte schému zapojenia z MULTISIM-u, "PrtScr" grafov, tabul'ky

z Excelu.

b. Overenie vyhodnotte.
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VZOR PROTOKOLU

(vymazat’v origindinej verzii)
Meno a priezvisko: Trieda:

OVERENIE VLASTNOSTI UNIPOLARNEHO TRANZISTORA JFET — VYSTUPNA
CHARAKTERISTIKA

CIEL HODINY : Overit vlastnosti unipolarneho tranzistora JFET - vystupné
charakteristiky.

MERANY OBJEKT : Unipolarny tranzistor JFET (2N4392)

DANA ULOHA:

1. Nakreslite schému zapojenia pre meranie vystupnych charakteristik unipolarneho
tranzistora JFET v programe MULTISIM.

2. Na unipolarnom tranzistore JFET odmerajte pat’ vystupnych charakteristik pre pat
roznych hodnot napatia Uss (-2V, -1,5V, -1V, -0,5V, 0V).

3. Overenie vyhodnotte.
SCHEMA ZAPOJENIA MERACIEHO OBVODU: sem viozte nakreslenu schému v MUL TISIM-e

TABULKY : sem vioZte upravené tabulky z Excel-u

Tabulka nameranych hodnét pre urcenie
vystupnych charakteristik unipolarneho tranzistora JFET

GRAFY: sem vioZte PrtScr grafov z MULTISIM-u

VYHODNOTENIE: sem napiste vyhodnotenie (porovnanie Vasho overenia s teoretickymi vedomostami)
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